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A PRESENTE INVENGCAO VISA PROPORCIONAR UM METODO DE PROCESSAMENTO DE UMA

BOLACHA DE MATERIAL SEMICONDUTOR COMPREENDENDO AS SEGUINTES ETAPAS:
APLICAR UMA BOLACHA DE SUPORTE NUMA SUPERFICIE FRONTAL DE UMA BOLACHA DE
MATERIAL SEMICONDUTOR TENDO UM PADRAO FORMADO SOBRE A MESMA, COM UMA
FOLHA ADESIVA DE DUPLA FACE; E EXECUTAR UM PROCESSO DE DESBASTE NUMA
SUPERFICIE TRASEIRA DA BOLACHA DE MATERIAL SEMICONDUTOR. AO APLICAR A BOLACHA
DE SUPORTE NA BOLACHA DE MATERIAL SEMICONDUTOR COM A FOLHA ADESIVA DE DUPLA
FACE, PODE OBTER-SE UMA RESISTENCIA E RIGIDEZ SUFICIENTES, MESMO DEPOIS DA
EXECUGAO DE UM PROCESSO DE DESBASTE.



DESCRIGAO

"METODO DE PROCESSAMENTO DE UMA BOLACHA DE MATERIAL
SEMICONDUTOR"

Campo Técnico

A presente invengdo refere-se a um método de execucao de um

processo de desbaste de uma bolacha de material semicondutor.

Antecedentes da Técnica

Até agora, os métodos conhecidos de execugdo de um processo
de desbaste numa bolacha de material semicondutor sao métodos
mecanicos ou métodos quimicos, tais como, por exemplo, um método
de rectificacdo, um método de polimento (CMP) e um método de
decapagem. Geralmente, todos estes métodos adoptam um método em
que uma fita protectora é aplicada na superficie frontal de uma
bolacha de material semicondutor tendo um padrac de conexdes
formado sobre a mesma e, depois de ter protegido o padrao de
conexbes e fixar a bolacha de material semicondutor, a
superficie traseira da Dbolacha de material semicondutor &

submetida a um processo de desbaste.

No entanto, a medida gque o processc de desbaste de uma
bolacha de material semicondutor é executado, a resisténcia e
rigidez da Dbolacha de material semicondutor diminuem. Emnm
consequéncia disto, ocorre a ruptura da bolacha de material

semicondutor devido a diminuicdo da resisténcia da bolacha de



material semicondutor e a deformacdo da bolacha de material
semicondutor devido a diminuicao da rigidez. Nestas
circunsténcias, deve ter-se a maxima atencao com O manuseamento
das bolachas de material semicondutor, mas, mesmo tendo a maxima
atencao com 0 manuseamento das bolachas de material
semicondutor, surge o problema da diminuigdo de produtividade
porque as bolachas de material semicondutor quebram-se
frequentemente. Além disso, ha o problema de a diminuicdo da
resisténcia e rigidez das Dbolachas de material semicondutor,
devido ao processo de desbaste, impossibilitar a execugdo de um
processo de transporte utilizando um meio de suporte de bolachas
ou semelhante, o que, desse modo, conduz a uma diminuicdo da

capacidade de trabalho.

Para resolver estes problemas, estudou-se um método no qual
a superficie frontal de uma bolacha de material semicondutor
tendo um padrao formado sobre a mesma é fixa num material duro,
tal como uma placa de quartzo ou uma placa acrilica, e a sua
superficie traseira ¢é rectificada. No entanto, ¢ método acima
mencionado ¢é problemdtico porque a bolacha constituida por um
material frdgil é partida quando se retira a bolacha de material
semicondutor, que foi desbastada por rectificacdo, do material

duro.

Um objectivo da presente invengdo é proporcionar um método
de desbaste de uma bolacha de material semicondutor para que a
ocorréncia de rupturas ou deformacdes na etapa de execugdo de um
processo de desbaste numa belacha de material semicondutor
utilizando uma fita protectora possa ser limitada e 0 processo
de transporte da bolacha de material semicondutor para a etapa

seguinte possa ser realizado.



Além disso, um objectivo da presente invencado é proporcionar
um método de desbaste de uma bolacha de material semicondutor
que possa ser facilmente retirada da fita protectora apds o

processo de desbaste.

O documento EP-A-0999583 divulga um processo de desbaste de
dispositivos de suporte de bolachas, sendo a bolacha, neste
caso, aplicada a um suporte através de uma fita adesiva de dupla
face. Depois do desbaste, a forga adesiva da fita é diminuida

por irradiacdo UV, libertando, desse modo, a bolacha.

Divulgagdo da Invencgao

A presente invenc¢do foi concebida tendo em vista estas
circunstéancias. Em resultado de estudos aprofundados de modo a
resolver os problemas supracitados, a Requerente da presente
inven¢do descobriu que o objectivo supracitado pode @ ser
conseguido pelo método que se segue, concluindo, desse modo, a

presente invencdo.

A presente invencdo refere-se a um método de processamento
de uma bolacha de material semicondutor de acordo com a

reivindicacaoc 1.

De acordo com o método acima mencionado, quando se executa
um processo de desbaste na superficie traseira da bolacha de
material semicondutor, a bolacha de suporte é fixa, através da
fita adesiva de dupla face, na superficie frontal da bolacha de
material semicondutor tendo padrdo de conexdes formado sobre a
mesma, para que, mesmo quando a bolacha de material semicondutor

é desbastada pelo processc de desbaste, se confira a bolacha de



material semicondutor, pela bolacha de suporte, resisténcia e
rigidez e a ocorréncia de rupturas ou deformagdes na bolacha de
material semicondutor no processo de desbaste possa @ ser
limitada, facilitando, desse modo, © manuseamento das bolachas
de material semicondutor no processo de desbaste. Além disso, €
fdcil executar um processo de transporte utilizando um meio de
suporte de Dbolachas ou semelhante, proporcionando, desse modo,
uma boa capacidade de trabalho. Dado que a bolacha de suporte é
aplicada na superficie frontal da bolacha de material
semicondutor <com a folha adesiva de dupla face, a fita
protectora para proteger a superficie frontal da Dbolacha de
material semicondutor, que era, tradicionalmente, utilizada no
processo de desbaste, Jjd ndo é necessadria. Além disso, a bolacha
de suporte facilita a remocdo da Dbolacha de material
semicondutor e as bolachas de material semicondutor ja ndo se
partem durante a remoc¢do das bolachas de material semicondutor,

como acontecia com os materiais duros.

No método supracitado de processamento de uma bolacha de
material semicondutor, a superficie adesiva da folha adesiva de
dupla face, no lado que ¢ aplicade & superficie frontal da
bolacha de material semicondutor, ¢é uma superficie, cuja forcga
adesiva a superficie frontal da referida bolacha de material

semicondutor, pode ser reduzida apds o processo de desbaste.

Quando uma folha de adesiva de dupla face, tendo uma
superficie adesiva com a supracitada propriedade ¢ utilizada, a
bolacha de suporte pode ser facilmente removida da superficie
frontal da bolacha de material semicondutor gquando se remove a
bolacha de suporte apds o processo de desbaste da bolacha de

material semicondutor.



No supracitado método de processamento de uma bolacha de
material semicondutor, a superficie adesiva da folha adesiva de
dupla face que estd aplicada na superficie frontal da bolacha de
material semicondutor ¢é uma superficie adesiva de tipo remogdo

por acgao térmica.

De acordo com uma folha adesiva de dupla face de tipo
remogao por acgado térmica tendo uma superficie adesiva de tipo
remogao por acgao térmica, a bolacha de suporte pode ser
removida com facilidade e seguranca da superficie frontal da
bolacha de material semicondutor durante a remo¢do da bolacha de
suporte apds © processo de desbaste da bolacha de material

semicondutor.

Breve Descricao dos Desenhos

Fig. 1
Umna vista das etapas para descrever uma ectapa de desbaste
realizada numa bolacha de material semicondutor da presente

invencao e uma etapa de segmentacao subsequente.

Fig. 2
Um exemplo de uma vista em perspectiva de uma folha adesiva

de dupla face.

Fig. 3

Uma vista em corte de uma folha adesiva de dupla face.



Melhor Modo de Execucgdo da Invencao

Em seguida, descrevem-se formas de realizacdo preferidas do
método de desbaste de uma bolacha de material semicondutor de

acordo com a presente invengao recorrendo aos desenhos.

A Fig. 1 é uma vista das etapas para descrever um métocdo de
desbaste de uma bolacha de material semicondutor de acordo com a

presente invengao e um processo de segmentagdo subsequente.

A Dbolacha 1 de material semicondutor da Fig. 1(A) tem um
padrdo de conexfes formadco numa sua superficie la frontal e tem
uma superficie 1b traseira na sua superficie oposta. O padrao de
conexdes formado na superficie la frontal tem um padrdo

desejado, formado de acordo com um método convencional.

Em primeiro 1lugar, umea folha 2 adesiva de dupla face ¢
aplicada na superficie 1a frontal da bolacha 1 de material
semicondutor acima mencionada, como mostrado na Figura 1(B). A
folha 2 adesiva de dupla face tem um material Z2a de base e
camadas 2by, 2b, de adesivo e tem uma folha 2c de remocao na
camada 2b; adesiva. Esta folha 2 adesiva de dupla face é aplicada
na bolacha 1 de material semicondutor, depols de separar uma em
forma de etiqueta, por exemplo, como mostrado nas Figs. 2 e 3,
que estd estampada com a mesma forma que a bolacha 1 de material
semicondutor, da existente numa folha 2d de suporte de remog¢do,
e alinhd-la com a bolacha 1 de material semicondutor. Na etapa
de aplicacdo da folha adesiva de dupla face, a bolacha 1 de

material semicondutor estd fixa numa mesa de fixacédo.

A folha adesiva de dupla face a utilizar na etapa de

aplicacdo nao precisa de ter uma forma de etiqueta estampada com



a mesma forma da bolacha de material semicondutor e pode ter uma
forma de folha. Neste caso, a folha adesiva de dupla face &
cortada com uma forma de bolacha de material semicondutor apds

ser aplicada na bolacha de material semicondutor.

Podem utilizar-se, como folha 2 adesiva de dupla face, sem
qualquer limita¢ao particular, as folhas convencionalmente
utilizadas como materiails de base de folhas adesivas de dupla
face. Por exemplo, como material 2a de base, uma pelicula
orientada uniaxialmente ou orientada biaxialmente de, por
exemplo, poli(tereftalato de etileno), polietileno,
poliestireno, polipropileno, nylon, uretano, pcli(cloreto de
vinilideno), poli(cloreto de vinilo) ou semelhantes é
exemplificada. A espessura do material 2a de Dbase esta

compreendida, normalmente, entre cerca de 30 pm e 200 pm.

O adesivo que forma camadas 2b;, 2b; adesivas pode utilizar
varios adesivos, tals como da série de acrilico, série de
borracha, série de silicone, série de éter polivinilico ou
semelhantes, e estes podem ser do tipo endurecidos por feixe de
energia ou do tipo espumoso. Como descrito antes, a camada 2b;
adesiva aplicada na superficie 1la frontal da bolacha 1 de
material semicondutor ¢ constituida por um adesivo que pode
reduzir a sua forga adesiva a superficie la frontal da bolacha 1
de material semicondutor apds o processc de desbaste, do tipo
remogao por acgdo térmica, para facilitar a sua remogao. Além
disso, dado que a reutilizagdo da folha 2 adesiva de dupla face
pode ser feita facilmente, retirando a folha 2 da bolacha 3 de
suporte removida apds o processo de desbaste, a camada 2b,
adesiva também é constituida por um adesivo que pode reduzir a
sua forca adesiva para suportar a bolacha 3, de um tipo de

remogao por acg¢ado térmica, do mesmo modo que a camada 2b;



adesiva; no entanto, como as duas camadas 2b;, 2b; adesivas sao
constituidas por adesivos de tipo remogdo por acgao térmica, a
camada 2b; adesiva retirada numa etapa posterior a da camada 2b;
adesiva é constituida por um adesivo que se remove termicamente
a uma temperatura mais elevada do que a da camada 2b; adesiva. As
camadas 2bi;, 2b; adesivas tém, normalmente, uma espessura
compreendida entre cerca de 20 pm e 100 pm. Um exemplo de uma
folha adesiva do tipo remocdo por acgao térmica &, por exemplo,

a REVALPHA (nome comercial) fabricada pela NITTO DENKO Co., Ltd.

Em seguida, a folha 2c¢ de remogdao é arrancada e a bolacha 3
de suporte alinhada ¢ aplicada a camada 2b; adesiva para fabricar

uma bolacha reforc¢ada, como mostrado na Fig. 1(C).

Para complementar o método acima mencionado, o fabrico de
uma bolacha reforcada pode resultar da aplicacao de uma folha
adesiva de dupla face numa bolacha de suporte e a aplicagéo
desta na superficie 1la frontal da ©bolacha de material

semicondutor.

A bolacha 3 de suporte é constituida pelo mesmo material que
o da bolacha 1 de material semicondutor. Além disso, a forma,
tamanho e outros da bolacha 3 de suporte ndo sdo particularmente
limitados, desde que um processo de desbaste possa ser realizado
na superficie 1b traseira da bolacha de material semicondutor. A
bolacha 3 de suporte tem, de um modo preferido, © mesmo tamanho
que a bolacha 1 de material semicondutor, como mostrado na
Fig. 1(C). A bolacha 3 de suporte tem, de um modo preferido, uma
espessura compreendida, normalmente, entre cerca de 400 um e

800 pm.



O alinhamento entre a folha 2 adesiva de dupla face & a
bolacha 1 de material semicondutor, na Fig. 1(B), e o
alinhamento entre a bolacha 1 de material semicondutor e a
bolacha 3 de suporte, na Fig. 1(C), podem ser efectuados
utilizando um aparelho de reconhecimento de imagem, reconhecendo
a posicdo exacta para compensar diferengas em relacgdo a posicgdo

actual.

Em seguida, como mostrade na Fig. 1(D), a posig¢do da bolacha
1 de material semicondutor ¢é invertida numa direccdoc vertical e
a bolacha 3 de suporte da Dbolacha reforgcada ¢é colocada num
mandril para executar um processo de desbaste da superficie 1b
traseira da bolacha de material semicondutor. O processo de
desbaste pode ser efectuado por um método convencional. Pode
utilizar-se, como uma maquina 4 de processo de desbaste, uma
maquina de rectificacdo (rectificacdo de superficie traseira),
um bloco CMP e outros. O processo de desbaste é efectuado até
que a bolacha 1 de material semicondutor tenha uma espessura

desejada.

A bolacha reforcada, depois de concluido o processo de
desbaste, ¢ transportada para uma etapa de segmentacdo
subsequente apds inversdo da posigdo da bolacha 1 de material
semicondutor numa direcgdo vertical. Na etapa de segmentagdo,
uma fita 5 adesiva para segmentacdc ¢é, em primeiro lugar,
aplicada & superficie 1b traseira da Dbolacha reforgada, como
mostrado na Fig. 1(E), para fabricar uma estrutura de suporte de
bolacha. Podem utilizar-se, como material ba de base e 5Db
adesivo da fita adesiva ©para segmentacéo, 0s materiais
convencionalmente conhecidos na técnica sem qualgquer limitacgéo

particular.



Em seguida, a bolacha de suporte é removida da bolacha 1 de
material semicondutor, como mostrado na Fig. 1(F), e,
subsequentemente, a bolacha de material semicondutor ¢ dividida

em pastilhas 1' por uma etapa de segmentacao na Fig. 1(G).

Para remover a bolacha 3 de suporte da bolacha 1 de material
semicondutor, na Fig. 1(F), com uma folha 2 adesiva de dupla
face constituida por uma folha adesiva de dupla face de tipo
remogao por acgao térmica, a bolacha de suporte pode ser
facilmente retirada aquecendo a mesa de fixacdo da estrutura de
suporte de bolacha até uma temperatura arbitraria para reduzir a
forca adesiva entre a bolacha 1 de material semicondutor e a
camada 2b; adesiva. Por exenmplo, se se utilizar uma
RIBA-ALPHA (nome comercial) N° 3198 (numero de produto),
fabricada pela NITTO Denko Co., Ltd., a forc¢a adesiva é reduzida
pelo aquecimento a 90 °C, facilitando, desse modo, a remogdc da

bolacha de suporte.

Na Fig. 1(F) supracitada, o caso da remogac da bolacha 3 de
suporte antes da segmentacdo foi dado a titulo de exemplo; no
entanto, a segmentacac pode ser efectuada num estado em que a
bolacha 3 de suporte estd aplicada (a bolacha de suporte também

¢ segmentada simultaneamente).

Além disso, no exemplo acima da Fig. 1, o caso de utilizacgédo
de fita 5 adesiva para segmentacdo na etapa de segmentagdao apds
a etapa de desbaste da Fig. 1(D), foi dado a titulo de exemplo;
no entanto, a segmentac¢do pode ser efectuada sem utilizar fita 5
adesiva para segmentacdo (sem fabricar a estrutura de suporte de
bolacha). Neste caso, na etapa de segmentagdo apds a etapa de
desbaste, o© lado da bolacha 3 suporte da bolacha reforcada é

preso num mandril e a segmentagdo é efectuada desde a superficie
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1b traseira da bolacha de material semicondutor. Em seguida,
depois de concluida a segmentagdao, a bolacha 3 de suporte é
removida por aqguecimento a uma temperatura predeterminada para
reduzir a forca adesiva entre a camada 2b; adesiva da folha
adesiva de dupla face do tipo remogdo por acgac térmica e a

bolacha la de material semicondutor.

Aplicabilidade Industrial

0O método de processamento uma bolacha de material
semicondutor de acordo com a presente invengdo tem os seguintes
efeitos. Ao aplicar a bolacha de suporte na bolacha de material
semicondutor com a folha adesiva de dupla face, pode obter-se
uma resisténcia e rigidez suficientes, mesmo apds a realizacgdo
de um processo de desbaste. Por conseguinte, serda mais facil
manusear as bolachas de material semicondutor na etapa de
desbaste e também serd possivel um processo utilizando um meio
de suporte de bolacha. De igual modo, a ruptura de bolachas de

material semicondutor pode ser restringida ao minimo.

Além disso, dado gque a bolacha de suporte ¢ aplicada a
superficie frontal da bolacha de material semicondutor com a
folha adesiva de dupla face, a fita protectora para proteger a
superficie frontal da bolacha de material semicondutor, que tem
sido, tradicionalmente, utilizada no processo de desbaste, deixa
de ser necessaria. De igual modo, a bolacha de suporte pode ser
um produto Jja fabricado que existe como uma bolacha de material
semicondutor e ndo é necessdrio fabricar separadamente a bolacha

de suporte.
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Além disso, dado gque a bolacha de suporte ¢ aplicada a
bolacha de material semicondutor com a folha adesiva de dupla
face, a sua remogdo ¢é realizada com facilidade e segurancga. De
igual modo, ao separar e remover a folha adesiva de dupla face,
da bolacha de suporte gue fol retirada da bolacha de material
semicondutor, a bolacha de suporte pode ser reutilizada.
Normalmente, uma superficie de uma bolacha ¢é acabada como uma
superficie espelhada. Por conseguinte, ao aplicar uma folha
adesiva de dupla face no lado de superficie espelhada de uma
bolacha de suporte para utilizar a bolacha de suporte, a remocédo
é facil, ndo deixandoc residuos de c¢ola, proporcionando, desse

modo, vantagens na reutilizacdo da bolacha de suporte.

Consequentemente, a capacidade de trabalho é
consideravelmente melhorada, mesmo tendo em consideragdo o
numero de etapas necessarias para aplicar e remover a bolacha de
suporte da bolacha de material semicondutor. Além disso, a
produtividade é melhorada, dado que a frequéncia de bolachas de

material semicondutor partidas é reduzida.

Lisboa, 15 de Marco de 2011
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REIVINDICACOES

1. Método de processamento de uma bolacha (1) de material

semicondutor, compreendendo as seguintes etapas:

- proporcionar uma bolacha (1) de material semicondutor
tendo um padrdo formado numa sua superficie (la)

frontal;

- aplicar uma folha (2) adesiva de dupla face na
superficie (la) frontal da bolacha (1) de material
semicondutor por meio de uma primeira camada (2bl)

adesiva;

- colar uma bolacha (3) de suporte na folha (2) adesiva
de dupla face por meic de uma segunda camada (2b2)

adesiva;

- executar um processo de desbaste sobre uma superficie
(1b) traseira da bolacha (1) de material semicondutor
num estado em gue a bolacha (3) de suporte esta fixa a

esta; caracterizado por

- a folha (2) adesiva compreender uma segunda camada
(2b2) adesiva do tipo remog¢do por accdo térmica para
fixar a bolacha (3) de suporte que ¢ termicamente
removida a uma temperatura mais elevada do dgque a
primeira camada (2bl) adesiva do tipo remogdo por acgao

térmica presa a bolacha (1) de material semicondutor; e



- a bolacha (3) de suporte ser constituida pelo mesmo
material que a bolacha (1) de material semicondutor a

processar.

Lisboa, 15 de Marco de 2011
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RESUMO

"METODO DE PROCESSAMENTO DE UMA BOLACHA DE MATERIAL
SEMICONDUTOR"

A presente invengdao visa proporcionar um método de
processamento de uma bolacha de material semicondutor
compreendendo as seguintes etapas: aplicar uma Dbolacha de
suporte numa superficie frontal de uma bolacha de material
semicondutor tendo um padrdo formado sobre a mesma, com uma
folha adesiva de dupla face; e executar um processo de desbaste
numa superficie traseira da bolacha de material semicondutor. Ao
aplicar a bolacha de suporte na bolacha de material semicondutor
com a folha adesiva de dupla face, pode obter-se uma resisténcia
e rigidez suficientes, mesmo depois da execugdo de um processo

de desbaste.
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